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OEM:Valvo Transistor 2N4031 Datasheet

SILIZIUM = PNP = PLANAR - EPITAXIAL = TRANSISTOREN
filr Verstdrker- und Schalterapvendungen
Mechapische Daten:
Gebluse: Metall, JEDEC TO-39,
EC3 DIN 41 873
Der Ecllektor ist mit dem
Gehlluse leitend verbunden.
Mafangaben in mm,
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Eurzdaten: ZN4031 2N4032 2N4033
Kollektor-Sperrspannung 'UCI o ™ mAZ. B0 60 BD WV
Kollektor-Emitter-Sperrspanoung ‘“cx g = maT. BO 60 BED W
Eellektorstrom -IC = BAX, 1 A
Gesamtverlustleistung bei 8, § 25°% Pi,¢ = AL 4 W
Sperrachichttemperatur IJ = mAX, 200 *c
Gleichstromverstlirkung
bei -UCE =5V, -:Ic = 100 mA B = 40-120 100-300 100-300
Transit-Frequenz
bei ~Ugp = 10 V, =1, = 50 mA t 2 100 150 150 MHz
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Absolute Grepgwerte: (eiltig bis 8, ) 2§4031 284032 2N4033
Kollektor-Sperrspannung bei I = 0: ~Ucp o = ™. B0 B0 B0V
EKollektor=Emitter=
Sperrspannung bei I’ = D 'Uc.t o = max. BO G0 B0 v
Emitter=Sperrspanoung bei l{; = 0 -UE]] g = WAX, ] . b__ v
Kollektorstrom: -II: = mAX, A
Gesamtverlustleistung bei aﬁ i 25"y Ptn = mAX, W
bei & < 25%: Piot = BAX. 800 =k
Sperrschichttemperatur: IJ = mAX, 200 c
Lagerungstemperatur: #5 = min, =685 *c
‘s = BAX. 200 “c
WH W and
gwischen Sperrschicht und Gehluse l“ G s 44 K/w
gwischen Sperréchicht und Umgebung: ntl U E 220 K/ W
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Eennverte: bei l“ = 25%

Eollektor=Restatrpm i
bei Iy = 0, -Uop = 5O Vi “Ios o 1}
bei Iy = 0, =U., = 60 Vi “Ion g }

Kollektor=Durchbrachspannung
bei IE =0, -I{: = 10 pA: -l.]‘:“]I CB 0

Kollektor=Emitter-Durchbruchspannung
bei I! = 0, -I': = 10 mA:

Emitter-Durchbruchspannung

bei Ic

= 0, -I]- 10 pA:

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei -'-Iﬂ = 150 mA,
bei -I[: = 500 mA,
bei -IE = 1000 mA,

Bagsisspannung
bei —lc = 160 mA,
bei -Ic = 500 mA,

bei -1, = 1000 mA,

-1
=1
=1

=1
=1
=1

Gleichstromverstiirkung

=1
=1
=1
=1

bei -"{'.'E

bei '“E!

= 5V,

=5V,
bei ~Upy = 5V,

bei -U[_'l- 5 Y,

o T |

C

Transit=-Frequenz
bei =U__ = 10 ¥V, =I

und IHCE 100 MHz:

Kollektorkapazitit
bei -“E]

Emitterkapazitlit

bei -'IJ|zn

Schaltzeiten
bei =1 = 500 mA

und -1“
Einschaltzeit:
Speicherzeit:

Abfalleeit:

1 o
) bei “U = 150°C ist -:m,r 0

c

100 pAs
100 mA:
500 mA:

1000 mA:

100 mis

15 mAr
50 mAr
100 mAz

sat
sat
sat

15 mAs
50 mA:

sat
sat

sat

= 50 mA

=10V, I, = 0y

= ﬂ.ﬁ "rp Ic = D3

= cl“ = 50 mAs
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Datasheet
2N 4031
2 N 4033
2N4031  2N4092  2N4033
50 nA
50 50 mA
B0 1] BD V¥
A0 80 B0 V
5 5 BV
0,15 0,15 0,158 V
0,5 0,5 0,5 ¥
1,0 v
0, "] 0,9 V
1, 1,1 1,1 ¥
1,2 v
3o 75 78
40-120 100=300 100=300
25 70 70
10 40 25
100 150 150 MH=z
20 pF
110 pF
100 ns
aso ne
50 ns
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